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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

荷電粒子加速器に使用される固体絶縁体の高耐圧化には、表面に導電性を付与して
表面帯電を除去することが重要である。しかし高エネルギーでイオンを注入した場
合、表面付近にイオンが蓄積せず、表面の導電性が得られない。そこで、注入した
イオンがサンプル表面付近となるまでエッチングし、表面導電性が得られるかを検
討した。注入イオンはNi、絶縁体はサファイア基板を用いた。

実験
Experimental

サファイアエッチングの条件を以下に示す。
Cl2: 5 sccm、BCl3: 40 sccm、Ar: 10 sccm、RF bias power: 90 W、RF Timer: 10
min.
上記条件は固定し、RF ICP Powerを300 W、350 W、450 W、650 W、850 Wと
変更した時のエッチング深さを段差計で測定することでエッチングレートを求めた。
そのエッチングレートを用いてイオン注入したサファイア基板をエッチングし、表
面の導電性を確認した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig. 1はエッチングレートとRF ICP Powerの関係を示している。300 Wから650 W
までは、ほぼ線形になっていることが分かる。650 Wから850 Wではほぼ変化がな
く、飽和傾向を示している。
イオン注入サンプルのエッチングについては、安定領域である450 Wを使用した。
エッチング前は電流を計測する事ができず絶縁状態であったが、エッチング後は注
入量に応じて電流量が変化することを確認した。表面の導電性を制御するためには
イオンを表面付近に蓄積させることが必要である。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 Etch rate as a function of ICP power.
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